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(57)Anotace:

Pasivni elektrické prvky, jako jsou kondenzétory, odpory,
induktory, transformétory, filtry a rezonatory, jsou
integrovany do elektrickych obvodii pomoci postupi (128,
178), které maximalizuji vyuZiti rovinnych povrehi substrati
(14) pro vysoce hustd umisténi aktivnich prvkd, jako jsou
logické nebo pamét'ové integrované obvody. Pasivni prvky
jsou integrovany do béZnych obvodovyeh desek pomoci
fotocitlivého dielektrického materialu (20). Fotocitlivy
dielektricky material (20) se exponuje a vylepts, aby se
zajistila jedna nebo vice prohlubni nebo vybrani pro pasivni
prvky a svétlem vytvofené prakavy (128, 178) propojujici
vstupy a vystupy integrované obvodové desky. Je popsina
elektronicka struktura tvofena alespoii jednou z pasivnich
soutastek integrovanych do naexponovaného dielektrika a
také zplsob jeji vyroby.
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OBVODY S INTEGROVANYMI PASIVNIMI PRVKY A ZPUSOB PRO JEJICH
VYROBU

Oblast techniky

Vynadlez se tykd obecné povrchovych laminarnich obvodua
s vysokou hustotou obsahuijicich zakomponovane nebo
integrované pasivni prvky jako jsou odpory, kondenzatory,

transformédtory a induktory.

Dosavadni stav techniky

Technologie povrchovych lamindrnich obvodt - Surface
Laminar Circuitry™ (SLC) poskytuje vyraznou vyhodu svoji
schopnosti zajistit elektronické zapouzdfeni s vysokou
hustotou. Hlavni vyhoda spocivad v mikroprokovech, které
umozfhuji propojeni o vyscké hustoté mezi riznymi vrstvami
zapojeni. PouZiti mikroprokovl poskytuje vice wvolného
prostoru pro zapojeni obvodl, protoZe plochu nezabiraijil
vrtané PTH (pokovené diry) s velkym primérem a Jjejich
odpovidajici kontakty s velkym primérem a izclalni plochy

kontaktul.

Elektronické zapouzdfeni vyZaduje propojeni mezi
stovkami i tisici riznych soulastek. Hlavni neboli aktivni
soudadstky se sklédaji z integrovanych obvodd (tj. logickych
nebo pamétovych integrovanych obvedd). Spravné fungovani
kazdé aktivni souddstky vyZaduje pfidani pasivnich soulastek
(odpord, kondenzatorl, transformétort a induktoru), aby se
spravn& upravily signdly do a z integrovaného obvodu. Tyto
pasivni soucastky zabirajil v dnednich elektronickych

pouzdrech velkou &&st uZiteéné plochy, kterd by byla jinak
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pouzitelnd pro jesté vét3i obvodové hustoty.

Pajeni diskrétnich prvki na povrch(y) desky zabira
znaénou ¢ast moiné uZitelné plochy pro propojovani umisténim
téchto prvkld. Integrace pasivnich prvkdl zajistuje vice
uziteéné plochy pro propojovdni s vysokou hustotou a také
zajistuje lep8i chovéni diky menSimu odstupu pasivnich
soucastek od integrovanych obvodl. V minuleosti se tento
propblém  fe3il zapouzdfenim pasivnich souldstek jako
diskrétnich soucédsti (s vyvody do otvorl nebo pro povrchovou

mentaz) a jejich pajenim na obvodovou desku.

CA-A-2 246 405, patfici Hokuriku Electric Industry Co.
popisuje elektronické pouzdro o vysoké hustotd s pasivni
souCéstkou integrovanou do dielektrického materidlu. EP-A-
0 574 206 popisuje =zplsob pro vyrobu velmi husté tisténé
obvodové desky s odporem integrovanym do dielektrického

rateridlu.

Podstata vynadlezu

Vynalez poskytuje elektronické pouzdro, které dokaze
piné vyuZit moznosti spojovéani s vysokou hustotou

technologie SLC (Surface Laminar Circuitry'™™).

Vynalez  také zvySuje  hustotu obvoddy, poskytuje
jednodugsi nalezeni signélové cesty, snizuje polet
pokovenych dér a pajenych spojl, sniZuje naklady na

sestaveni a zlepSuje elektrické chovani.
Struktura SLC (Surface Laminar Circuitry™)
s integrovanymi pasivnimi prvky a zpuasob vyroby struktury,

jak se zde pfekladd, tyto schopnosti poskytuje.

Elektronické  pouzdre s vysokou hustotou obsahuje

(2783249_CZ.doc)
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substrat s elektricky vodivou vrstvou, pfednostné médénou
f6lii a citlivy dielektricky material na elektricky vodivé
vrstvé, a poskytuje alespoii jeden obecné& rovinny povrch.
Dielektricky materidl md pfednostné dielektrickou konstantu
asi 5,0 nebo méné. Typicky =zahrnule epoxid obsahujici
pfidanou citlivou latku. Na obecné rovinny povrch se

namontuje alesponl jedna aktivni soudédstka obsahujici
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integrovany obvod. Alesponl jedna pasivnl souCastka vybranéi
ze skupiny tvofené jednim nebo vice odpory, kondenzatory,
transformatory, induktory a jejich kombinacemi se integruje
do dielektrického materidlu v elektrickém spojeni s uvedenou

alespon jednou aktivni soudédstkou.

Z jiného hlediska vyndlezu je popsén zplsob vytvofeni
elektronického pouzdra s vysokou hustotou. Pouzdro Jje
tvoreno citlivym dielektrickym materidlem s alespofl jednim
rovinnym povrchem, alespofi jednou aktivni  soulastkou
namontovanou na tomto povrchu a alespofi Jjednou pasivni
soucdstkou integrovanou do povrchu dielektrického materidlu
a elektricky spcjenou s aktivni souédstkou. Zpusob obsahuje
xroky naneseni tenké vrstvy citlivého dielektrického
materialu pfes vzor obvodu; exponovanli vzoru pasivni
soulastky na povrchu dielektrického materidlu, aby se
vytvo¥ila alespenl jedna prohlubefl v povrchu dielektrického
materidlu; a vyplnénl prohlubné materiadlem s potfebnymi
vlastnostmi pasivni soucdstky. Citlivy materidl Jje takovy,
Ze se muZe exponovat svétlem, laserem, plasmou nebo jinymi
podobnymi prostrfedky. Do dielektrického materidlu se muZe
integrovat nejméné Jjedna, ale pfednostn& vice pasivnich
soucédstek se stejnymi nebo ruznymi vlastnostmi a moZnostmi.
Mohou zahrnovat oddélovaci nebo obvodové kondenzéatory,

odpory, transformdtory a induktory.

Vynalez se tykd obvodové struktury obsahujici substrét,
obsahujici prvni vodivou vrstvu vhodného kovu, jako je fdlie
nebo galvanickid vrstva médi, vrstvu svétlem naexponovaného
dielektrického materidlu na prvni vodivé vrstvé a druhou
vodivou vrstvu z kovu, Jjako je méd, na dielektriku.
Dielektrikum obsahuje alespoi jednu pasivni soucastku a vice
svétlem vytvofenych prokovh elektricky spojujicich dvé
vodivé vrstvy. Pasivni soulastka se vybere ze skupiny

tvorené kondenzatory, odpory, induktory a transformatory.
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KdyZ je pasivni souldstkou kondenzator, prvni vodivad kovova
vrstva zde obsahuje vymezeny vzor obvodu a je elektricky
spojenad pfes svétlem vytvofené prokovy s obvodovym vzorem
yymezenym ve druhé vodivé kovové vrstvé. Druhd &ast prvni
vodivé vrstvy se exponuje podle vzoru spodniho kondenzatoru
a elektricky se spoji jednim nebo vice svétlem vytvofenymi
prokovy s druhou &asti druhé mé&d&né vrstvy exponované podle
vzoru horniho kondenzdtoru. KdyZ je pasivni soulastkou
odper, sklada se z elektricky  odporového materidlu
nachazejiciho se ve svétlem naexponovaném vybrani
v dielektrickém materialu. Odpor je s dielektrickou vrstvou
bud v jedné roving, nebo je na ni umistén vertikaln&. KdyZ
je pasivni soudstkou induktor nebo transformidtor, prvnl a
druhé vodivad kovova vrstva obsahuji kaZdd vice rovnobéiZnych
linek a sv&tlem naexponovand dielektrickad vrstva zakryva
rovnobé&?né linky a obsahuje vice svétlem vytvofenych
prokovi, které spojuji konce rovnob&Znych linek v prvni
vodivé vrstve® s témi ve druhé vodivé vrstvE&, Dielektrikum
obsahuje sv&tlem naexponované vybrani nebo kanal na Céasti
linek uprostfed mezi Jjejich konci a vybrani cbsahuje
materidl s vysokou permeabilitou, aby se vytvofil induktor.
Prvni a druhd vodiva vrstva pfipadné& obsahuji prvni fadu
rovnob&inych linek elektricky vzajemné spojenych pfes
svétlem vytvofené prokovy, aby se vytveoiilo primadrni vinutil
transformatoru, a stejnym zpUsobem elektricky spojenou
druhou Ffadu linek, aby se vytvofilo sekundarni vinuti.
Materidl s vysokou permeabilitcou ve svétlem naexponovaném
vybrani v dielektriku obsahuje feritové jadro, ktere souvisi
s primdrnim a sekunddrnim vinutim, ¢imz se  vytvorll

transformator.

Vynadlez se také tyk& elektronické struktury obsahujici
jednu nebc vice pasivnich soucastek Jako induktori,
kondenzadtord, odporu nebo transformator( integrovanych do

naexponovaného povrchu citlivého dielektrickeho materialu.
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Povrch se naexponuje, aby se vytvofila jedna nebo vice
'prohlubni nebo vybradni vytvarovanych pro pfijeti kaZdé

z pasivnich soucastek.

Pfehled obrazkd na vykresech

Vynalez bude blizZe vysvétlen prostfednictvim
konkrétnich pf¥ikladd provedeni zndzornénych na vykresech, na

kterych predstavuije

obr. 1 posloupnost kroklG pro integrovani kondenzatoru

do struktury podkladu integrovaného obvodu;

obr. 2 riznd provedeni pro integrovani odporu do

struktury podkladu;

obr. 3 prutez struktury podkladu s induktorem

integrovanym do struktury:

obr. 4 posloupnost krokd pro sestavovani induktoru pf#i

sestavovanl podkladu;

obr. 5 phdorys sestavy podkladu obsahujiciho induktor;
a

obr. 6 pidorys gestavy podkladu obsahujiciho
transformatoru.

Ptiklady provedeni vynalezu

Pouzdro SLC (Surface Laminar Circuitry™)
upfednostifiovaného provedeni vynalezu poskytuje velmi vysckou
hustotu elektronickéhe zapouzdfeni jednak =zajidténim spoju

s vysokou hustotou a meZnostmi propojeni zakladni

(2783249 _CZ.doc)
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technologii SLC (Surface Laminar Circuitry™) a dale

integrovanim funkeci pasivnich elektronickych prvkl do
pouzdra. PFi integrovdni funkci pasivnich elektronickych
prvktt se pro zajisténi velmi pfesnych pasivnich prvkid
pouzivaji postupy zpracovani SLC (Surface Laminar
Circuitry™). PfestoZe integrované pasivni prvky (odpory,
kondenzadtory, transformdtory a induktory) jsou popsany
jednotlivé, odbornikim bude zFejmé, Ze kaZdou z téchto
soucastek lze integrovat do jednoho vicevrstevného

elektronického pouzdra SLC (Surface Laminar Circuitry™).

Technologie SLC (Surface Laminar Technologfm) se skladé
z obvodové desky FR4 {skelny epoxid) g bé&Znym typem
podkladu. Podklad miZe obsahovat jednu nebo vice obvodovych
rovin v signdlové nebo napdjeci konfiguraci. Podklad mize
také obsahovat pokovené diry, které propojuji ruzné vrstvy
spojl. Pokovené diry (PTH) se mohou pfidat coby East konecné

sestavy SLC (Surface Laminar Circuitry™).

Obvody se vymezi na vné&jdich povrsich podkladu. Vrstva
fotocitlivého dielektrika se potom umisti na tyto obvodové
vrstvy a propojovaci prokovy se naexponuji a vyvolaji
z dielektrika. Dale se na fotocitlivém dielektriku vymezl
daléi obvodova vrstva bud uplnym pokovenim médi a leptanim,
nebo pokovenim vzorem, pfiemZ se tento dalsi obvod propoji
s obvodem ©pod nim pfes pokovené svetlem naexpoenované

prokovy.

Predchozi postup pfidavédni dielektrika a obvodovych
vrstev se miZe postupné opakovat, dokud se nedockonCi Z&dany

obvod.
Pr¥estofe ijsou zde technologie integrovanych pasivnich

prvkd popsany ve smyslu fotocitlivych  dielektrickych

materiali, integrované pasivni prvky Jsou stejné Gcinné

(2783249_CZ.doc)
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s jinymi technologiemi Surface Laminar Circuitry™, jako jsou
laserem &1 plazmou vymezené prokovy apod. Pro Géely
upfednostiiovaného provedeni vynalezu se tedy zamy3li, Ze
vyrazy Jjako “svételnd expozice” =zahrnuji také tyto jiné

technologie.

Integrované pasivni prvky se zacClenuji do obvodové

struktury nasledujicim zpisobem.

Oddélovaci a filtrovaci kondenzatory se pridavaji do
obvodl kvili sniZeni vysokofrekvenéniho 3Sumu, ktery nastava
pfi zapindni zdroje. Tento typ kondenzdtoru se nejlépe
integruje do struktury SLC (Surface Laminar Circuitry™)
pouzitim libovolného v prumyslu zndmého postupu pro Jjejich
za&lenéni do struktury podkladu. V tomto pfipadé bude
podklad obsahovat alespofi jeden napdjeci - zemnici rovinny
sendvi¢, kde Jsou napajeci a zemnici rovina rovnobézZné a
blizko u sebe s tenkym dielektrikem mezi sebou. Dielektricky
materidl miZe byt bud standardni, tenky materidl FR4, nebo
upraveny materidl, takZe se dosdhne vy33i dielektrické

konstanty.

Obvodovy kondenzator je definovadn jako kondenzator typu
rovnobéznych desek se zmenSenou tlousdtkou dielektrika. Tento
kondenzator se vytvofl ve struktufe SLC (Surface Laminar

Circuitry™) nésledovné&:

a) Struktura podkladu se vymezi asi 1,5 mil (38,1 um)
az 2,5 mil (63,5 um) silnou vrstvou médéné fdélie. (Béina
aproximace jednotkami SI pro jeden mil je 0,0254 mm.) Na
vnéjsi médéné povrchy se poté nanese svételna prekaZka
(fotorezist) a naexpcnuje se podle vVZoru dolniho
kondenzatoru, pfifemZz se po expozicl a vyvolani muZe
prekaika z celého povrchu odstranit, kromé tvard

kondenzatoru.

{2783249_CZ.dog)
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b) Podklad se potom vyleptd pouzitim Fluid Head™ nebo
jiného stejnomérného leptaciho  postupu, takie Casti
kondenzatoru zustanou nevyleptané a v pluvodni tloultce a
zbyvajici méd se vyleptd na tloustku mezi asi 0,5 mil
(12,7 pm) a asi 1 mil (25,4 pum). Materidl svételné prekdZky

se potom z desky odstrani.

c) Na vyleptany médény povrch a vzor obvodu vymezeny
leptanim v diive vyleptané médi se nanese druha svételna
prekézka. Kondenzdtor se v tomto kroku leptédni ochréni

svételnou prfekazikou, a

d) Na povrch vyleptaného podkladu se nanese vrstva
fotocitlivého dielektrickéhce materiélu silna 2 mil (50,8 pm)

az 3 mil (76,2 pm) . V prvnim provedeni obvodevého
kondenzatoru se struktura podkladu s fotocitlivym
dielektrikem stlac¢l prii dostatelné teploté a tlaku, aby se
vyrovnalo fotocitlivé dielektrikum, ¢&imZ vznikne struktura
s jednotnou tloustkou dielektrika na obvodech 1,5 mil
(38,1 pm} az 2,5 mil (63,5 pum), ale 0,2 mil (5,08 pm) az
1 mil (25,4 pum)tlusté dielektrikum na tlustd3im kondenzatoru.
Potom se expozici a vyvelanim a posléze vytvrdnutim
dielektrického materidlu v dielektrickém materidlu vymezi
svétlem vytvofené prokovy. Potom se na foteocitlivém,
vytvrzeném dielektriku vymezi druhd mé&déna obvodova vrstva a
vrchni  kondenzétor pouZitim standardnich SLC  (Surface

Laminar Circuitry™™) postupl.

Ve  druhém provedeni  obvodového  kondenzatoru @ se
fotocitlivé dielektrikum v mistech prokovl naexponuje a
vyvolé. Vedle expozice prokovl se také vyvoldnim odstrani
okénko obklepujici dolni kondenzator, ¢&imZ se ponecha dolni

elektroda kondenzatoru odkrytad. V tomto provedeni se potom

(2783249_CZ.doc)



- o - ;Upraipndstana 171

na dolni elektrodu kondenzadtoru pfimo nanese druhy
dielektricky materidl pouzitim sitotisku nebo cyklostylového
tisku, extruznim vstFikovanim nebo jinymi vhodnymi postupy.

Tento druhy dielektricky materidl miiZe byt standardni teplem

(2783249 _CZ.doc)



tvrditelna nebo termoplastickd pryskyfice, ale pfednostné se
modifikuje, aby se vysledné zvy3ila dielektricka konstanta.
Uptednostfiovanou modifikaci je pfimiseni bdarium titanatu
nebo podobného korpuskuldrniho pryskyfilného tmelu. Druhé
dielektrikum se potom zarovna, jak se vyZaduje, stlaCenim do
plochy nebo sefiznutim jakychkoliv pfeénivajicich ploch, bud
pfed, nebo po vytvrdnuti. Potom se nad dolnim kondenzatorem
a vytvrzenym dielektrickym materidlem vymezi druhda mé&déna

obvodova vrstva pouZitim standardnich SLC postupt.

Pfesny odpor od asi jednoho ohmu do 100 MQ je definovéan
ve struktu¥e SLC podle upfednosthovaného provedeni vynélezu

pouzitim nasleduiicich zpusobu:

Podkladovd m&dénad vrstva se vylepta do pZedem

definovaného obvodového vzoru.

Fotocitlivé dielektrikum se nanese pres vyleptany vzor
a naexponuji se Jak svétlem vytvofené prokovy, tak vzor
odporu. Vzor odporu miZe byt jednoduchym ¢&tvercovym nebo
obdélnym vybranim, nebo mbZe byt sleczit&j3im zakroucenym
tvarem v dielektriku. Tento tvar bude zaviset na cilené
hodnot& odporu. Poté, co se dielektrikum zpracuje a vytvrdi,
vznikne definované vybréani pro odpor, které ma& pfesné

rozméry délky, Sitky a tloustky.

Cdperovy materidl se poté vloZil do vybréni pro odpor.
Naneseni se provede sitotiskem nebo cyklostylovym tiskem,
extruznim vst¥ikovénim nebe Jjinymi  vhodnymi  postupy.
Odporovy materigl je Jjednim z libovolnych materiall komeréné
dostupnych od dodavateld jako I. E. Dupont, EMCA-Remex,
W. R. Grace, Rohm and Haas a dal3i, typicky oznacovanym Jjako
materiély polymerickych odporovych tlustych blan (PTFR).
Tyto materidly Jjsou typicky teplem tvrditelne pryskyfice,

které se stmeli materidlem uhlikovych korpuskuli. Polet, typ

(2783249 _CZ.doc)
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a tvar tmelu urdi mé&rny odpor fblie nebo jednotkovy odpor na
délku a S$i¥ku pfi ur&ité tlousdtce. Rizné odporové materialy
se vlozi do rlGznych vybrani, aby se vymezila Siroka Skala
hodnot odport. PouZiti rlznych materidld spole¢n& s riznymi
tvary odport umoZfiuje definovat 3irokou 3kdlu hodnot odporu.
Ptesné fizena délka, Sifka a tloustka vybrani ve

fotocitlivém dielektriku umoZiuje vyradbét piesné odpory.

Po vytvrdnuti odporového materidlu se zarovna jakykoliv
vystupek odporového materidlu nad fotocitlivym dielektrickym
materidlem, cozZ zanecha  povrch rezistoru zarovnany

s povrchem dielektrika.

Potom se na vytvrzenych materidlech dielektrika a
odporu vymezi druhd médénd obvodovad vrstva a vyvody odporu
pouzitim standardnich postupl SLC {Surface Laminar
Circuitry™). M&déné vyvody odporu se vymezi tak, Ze méd
&#astedné presahuje a pfiléhd ke dvéma proté&jsSim stranam
odporového materidlu, pfic¢emi se nad té&lem odporového
materidlu m&d rozd&li. V alternativnich provedenich se mohou
médéné vyvody vymezit na dolni (podkladové) médéné vrstvé,
Ni/Ru pokovenymi vyvody na obou stranidch m&di nebo na

daldich vrstvéch médi.

V jiném provedeni, konkrétn& zamé&feném na odpory nizke
hodnoty, se odpor orientuje vertikdln& tim, Ze ma prvni
vyvod na obvodu podkladu a druhy vyvod na SLC (Surface
Laminar Circuitry™) m&d&né vrstvé. Toto provedeni odporu
mife také vyuZit postup leptani médi podkladu, aby se pFesné

fidila délka odporu.
Integrovany induktor je vyroben nasledujicimi zpusoby:
V médéné vrstvé podkladu se vyleptd fada rovnob&inych

linek, aby se opatfila jedna polovina vinuti induktoru.
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Fotocitlivé dielektrikum se poloZi na médenou vrstvu a
oznadi se vzorem tak, Ze konce rovnobé&inych cbvodovych linek
jsou dielektrikem pfekryty. Také se blizko kaZdého konce

obvodovych linek vytvoii své&tlem vytvofené prokovy.

V prvnim provedeni pro induktory nizkych hodnot se pfes
vytvrzené dielektrikum poloZi druhd médéna vrstva a na této
médéné vrstvé se vymezi druhd soustava rovnobéinych linek.
Tato druhd soustava linek se uspofada tak, Ze se pies
svétlem vytvofené prokovy spojil s prvni soustavou mé&dénych
linek, ¢&imZ se pfes svétlem vytvofené prokovy a okolo

fotocitlivého dielektrika vytvoEl spojité vinuti.

Ve druhém provedeni induktoru obsahuje fotociltivé
dielektrikum vedle vybrani pro svétlem vytvofené prokovy
z prvniho provedeni také vybrdni na stfedni &é&sti médénych
linek. Toto vybrédni se poté naplni materidlem s vysokou
permeabilitou sitotiskem nebo cyklostylovym tiskem,
extrusnim vst¥ikovanim nebo  jinymi  vhodnymi  postupy.
Material s vysokou permeabilitou Jje pfednostn& tepelne
tvrditelnd pryskyfice, kterd se té&ice naplni Zeleznymi
korpuskulemi. Nap#iklad se miZe pouZit epoxid naplnény
eleznym préaSkem mezi 30% a 95%, pIednostné ckolo 75%. Na
tomto materidlu s vysokou permeabilitou se potom vymezi
druhd soustava rovnobé&inych médénych linek, Jjakoe v prvnim
provedeni, ale nyni vytvo¥i spojité vinuti kolem materidlu
s vysokou permeabilitou. Druhd mé&dé&nd vrstva Jje pIednostné
vymezena pokovenim médénymi cbvodovymi linkami pouZitim
permanentnihc materidlu sv&telné piekaZky, aby od sebe tyto
linky izoloval. Diky materidlu jé&dra s vysokou permeabilitou
pouZitému v tomte provedeni  jsou desaZitelné hodnoty

induktance daleko vét3i, neZ ty z prvniho provedeni.

Pro jedtd vy831 hodnoty induktance se pouziva treti

provedeni s mezerou v jadru. Toto provedeni je velml podcbné

(2783249_CZ.doc)




- 12 - gl.J'llgl}i\Egné:.gttaﬁ'

druhému provedeni krom& toho, Ze se ve vybrani ponecha uzky
proufek citlivého materidlu dielektrika pro material
s vysokou  permeabilitou, takze ve  struktufe vznikne

zabudovand mezera vymezend citlivym dielektrikem.

Pouzdro SLC (Surface Laminar Circuitry™) vyrobené
jakymkoliv z d¥five uvedenych postupl pifednostné obsahuje
jednu nebo vice integrovanych ocbvodovych soucéstek
namontovanych na jejich vnéjsich povr3ich. Pro vyi8i hustotu
pouzdra se integrované obvody (IC) piednostné pIidé&lévaji
pfes vazbu C4 na licnim cipu. Pro pouzdra s niz3i hustotou
se mohou pfipustit 1 =zadni wvazby, dratkové vazby nebo IC

zapouzdfené v plastu.

I/0 IC (vstupné - vystupni integrované obvody) jsou
vzdjemné& spojeny s jinymi IC a s integrovanymi pasivnimi
soucéstkami obvodovymi spoji SLC (Surface Laminar
Circuitry™) na jedné nebo vice vrstvdch a na jednom nebo
vice povr3ich zakladniho podkladu. Do obvodu =zahrnujiciho
paralelni nebo sériovd =zapcjeni podobnych soulédstek nebo
parzlelni nebo sériova zapojeni ruznych pasivnich souléstek

se miZe zapojit libovolnd kombinace pasivnich prvka.

Kdyz se nyni podivame na obrazky, tak obr. 1 ukazuje
posloupnost krokld pfi vytvafeni obvedového kondenzédtoru
podle upfednostiiovaného provedeni vyndlezu. Prvni Kkrok
zobrazeny na obr. 1{A} zahrnuje vytvofeni lamindtového
podkladu 10 médéné vrstvy 12 1,5 (38,1 pum) aZi 2,5 mil
(63,5 pm) silné na rovinném povrchu substratu 14. Na médénou
vrstvu se potom nanese svételnd pfekdZka 16 (viz obr. 1(B))
a naexponuje se podle vzoru prvaniho nebo delniho
kondenzatcru 18. Svételna pFfekdZka se poté 2z médeného
povrchu kromé& kondenzatoru odstrani. ©Nasleduje lepténi

pouZzitim Fluid Head™ nebo jiného leptaciho postupu. Tlouitka

vyleptané mé&di je pfednostné mezi asi 0,5 (12,7 um) a asi
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1,0 mil (25,4 pm), zatimco tloudtka elektrody 18
kondenzatoru zlstava nezménénd mezi asi 1,5 (38,1 um) aZ 2,5

(63,5 pm) mil. (viz obr. 1(C)). Pfes cely medény povich se
potom nanese druhi sv&telna pfekdika 17, jak ukazuje obr.
1(D), a na povrchu médi se sniZenou tloustkou se vylepta
vzor obvodu, dolni elektroda 18 kondenzdtoru je béhem
leptani chranéna své&telnou prekaZkou 17. Potom se na

vyleptany povrch podkladu nanese fotocitlivé dielektrikum 20

tloudtky asi 2 (50,8 pm) aZ asi 3 mil (76,2 um).

V prvnim provedeni se podklad stlaci, aby se zarovnalo

fotocitlivé dielektrikum, aby se vytvofilo dielektrikum
tloudtky 1,5 (38,1 um) az 2,5 mil (63,5 pm) na vzoru obvodu
a dielektrikum 0,2 (5,08 pm) aZ 1 mil (25,4 pm) na elektrodé

kondenzatoru. Potom se exponovanim a vyvoladnim dielektrika
vyrobi v dielektrickém materidlu svétlem vytvofené prokovy.
Potom se na vytvrzeném fotocitlivém dielektriku vymezi druhéd

mé&déna obvodova vrstva a vrchni elektroda kondenzatoru.

Ve druhém provedeni ukdzaném na obr. 1(E) se vytvori
okénko 26 obklopujici dolni kondenzator 18, jak se exponujl
a vyvolavaji svétlem vytvofené prokovy. Jak je poznamenano
na obr. 1(F), okénko 26 se naplni druhym dielektrikem 22
nanesenym na dolni  kondenzator 18 pouZitim bé&Znych
prost¥edkd. Druhé dielektrikum se upravi, aby mélo vyS3i
dielektrickou konstantu neZ prvni dielektrikum, a srovna se
tlakem naplocho nebo se pfed nebo po vytvrzenl sefizne.
Druha médénd obvodovd vrstva 24 se nanese jako diive. (Viz
obr. 1(G)).

Pfenesme se nyni na obr. 2, kde jsou zobrazena trfi
riiznd uspofaddani pro spojovani integrovaného odporu a
elektrického vodide. V prvnim uspofadani zobrazenem na

obr. 2(A) obsahuje lamindtovy podklad 60 prvni médény vodié
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62 a druhy mé&dény vodi¢ 74 na substratu 64. Mé&d se lepta

podle pfedem vymezeného vzoru obvodu. Na vyleptany povrch se
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nanese vrstva fotocitlivého dielektrika 70 a exponuje se
vzor odporu a svétlem vytvofené prokovy. Zpracovani a
vytvrzeni dielektrika dédva vybrani pro odpor s pfesnymi
rozméry pro odpor. S5ifka vybrani v dielektriku je zobrazena
8ir8i neZ mezera mezi dvéma vodicCi 62 a 74, ¢imZ se na kaZdé
strané vytvori stupen 78. Materiidl 80, jake je slitina
nikl/zlato, se miZe pokovit nebo jinak nanést na stupen 78,
aby se zajistila stabilita rozhrani podél koncd odporu 76,
zv14a3té pouZiva-li se polymerickéd odporovd tlustd bléna
(PTFR). Odporovy materiél, ktery byl vy3e popsén, se potom
vloZzi do vybréni pro odpor a vytvrdi se, &imZ vytvo¥i odpor
76. Jakékoliv nerovneost odporovéhc materidlu se pfed nebo po
vytvrzenl odstrani. Slitina nikl/zlato zaji3tuje dobry

elektricky kontakt mezi odporem a vodili 62 a 74.

Na obr. 2(B) se na substrat 64 nanese vrstva 70
fotocitlivého dielektrika a naexponuje se, &imZz se vytvori
vymezené vybrani pro odporovy materidl. Jako pfedtim se
odporovy materidl vlozi do vybrani a vytvrdi se, &imZ se
vytveoFi odpor 76. Elektrické vodicge 62 a 74 se nalaminuji na
dielektrické wvrstvEé 70 a Castedn& prekryvaili a Jsou

v elektrickém kontaktu s odporem 76.

Obr. 2(C) wukazuje jeSté jiné uspotadani, kde je prvni
vodi€ 62 v sendvidi mezi substratem 64 a odporem 76 s jednim
koncem vodic¢e v elektrickém kontaktu s odporem., Odpor se
vytvoti vloZenim odporového materidlu do vybrédni pfedem
svételné vymezenym ve fotocitlivém dielektriku 70. Druhy
vodi& 74 se nalaminuje na vrchnim povrchu odperu 76 a

dielektriku 70 s jednim kcncem v kontaktu s odporem.

Obr. 3 je prufez obr. 5, ukazujicl induktor integrovany
do obvodové struktury s vysokou  hustotou. Kroky  pro
vytvo¥eni struktury jscu postupné zobrazeny na cobr. 4(A) azZ

4 (D} .
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Obr. 4(A) ukazuje vzor rovnobé&Znych vodivych dratkd 110
vyleptanych v povrchu vodivé mé&déné vrstvy 112 navrchu
substritu, aby vytvofily dolni obvod. Obr. 4B ukazuje vrstvu
citlivého dielektrika 120, ktera je vhodné naexponovana, aby
se vytvofilo vice dér 128 prokovid souvisejicich s dratky 110
zobrazenymi na obr. 4A. V dielektriku 120 se mhie vytvofit
mezera 130 jadra, aby se zvy$ila induktance soucastky. Kanal
132 vyénivajici z dolniho obvodu se v dielektriku vytvofi
exponovanim. Kanal 132 se potom vyplni vhodnym
fercoelektrickym materidlem, aby se vytvofilo feroelektrické
jadro 134 zobrazené na obr. 4C. Vyleptand mé&d&€nd vrstva 136
s vytvofenym obvodem s vice rovnobé&Znymi vodivymi dratky 124
se poloZi pies dielektrikum, aby vytvofila horni obvod.
Konce 126 dratkd 124 pIekryvaji svétlem vytvoZené prokovy
(zobrazené jake 128 na obr. 4B a 5), aby se vytvofila

elektrickd spojeni s dolnimi dratky.

Prfenesme se nyni k obr. 6, kde je zobrazena
konfigurace, kde pasivni soucédstka obsahuje transformdtor
integrovany do vrstvy dielektrika. Soulastka je pfipravena
stejnym zplsobem, jaky se pouzil pro vytvofeni integrovaného
induktoru. Vzor rovnobé&Znych vodivych dratkd 160 se vyleptéd
v médéném povrchu na substratu (neni zobrazeno). Vyleptané
dridtky na mé&déné vrstvé tvoii dolni obvod soulastky. Pfes
dolni obvod se poloZl vrstva dielektrika a obsahuje kanal
jddra. Do tohoto kandlu jadra se umisti feritové jadro 184.
Transformdtor obsahuje prvnil soustavu sekundarnihe vinuti
164 a druhou soustavu sekundarniho vinuti 174 obklopujici
jadro 184. Misto smési Zelezny pradek/epoxid se jadro
vytvori =z pré3kového feritového materidlu v epoxidu nebo
jiném tepelné tvrditelném pryskyfi&ném pojivu. Médéna vrstva
s vytvorenym obvodem s rovnob&Znymi vodivymi dratky 174 v ni
vyleptanymi se polcoZi pfes dielektrikum a jadro s konci

dratkd pfekryvajicimi svétlem vytvofené prokovy 178, aby se
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vytvofily dvé soustavy elektrickych spojeni s vinutimi 164,
174 a dolnimi dratky 160.

Fotocitlivé dielektrické materidly, které se hodi pro
pouZziti ve spojeni s upfednostfiovanym provedenim vynalezu,
jsou Advanced Solder Mask k dostédni od IBM Corporation, také
komercné dostupné jake DynaVia 2000™ firmy Morton, Probelec™
firmy Ciba Geigy Corporation a VialLux 81™ a Vacrel™, oba
k dostédni od E. I. DuPont de Nemours & Co. Dielektricky
materidl se nan&3i vhodnym postupem, Jjako je sitotisk,
pokovovadni macenim, pokovovéni &t&tcem, nanadeni sprejem
nebo vakuové, nebo laminaci suchého filmového materialu
valcovanim za tepla podle béinych postupli. Fotocitlivé
dielektrikum se vystavi vhodnému zdroji zafeni, jako Je
ultrafialové svétlo, pfes prfedem vytvoFenou masku nebo
mrizku, aby se svétlo odblokovalo od vybranych oblasti
potahu, ¢imZ se vytvofi vymezeny vzor. Potah se potom vyvola
ve vyvojce jako je butyrol aceton nebo propylen karbonéat,
aby se =z potahu odstranil neexponovany materidl, &imZ se

vytvorl dutiny pro pasivni prvky.

Potom se pfes dielektrikum, které se pFednostné
CasteCné vytvrdilo zahfivanim na 125°C po dobu pZibliZné 30
minut pro zamezeni teeni béhem laminace, nalaminuje vrstva
médéné foélle., Laminace se dosdhne valcovanim za tepla
nasledovanym tepelnym vytvrzovanim p#i 185°C aZ 200°C pc 2
hodiny nebo zahfivédnim v laminalnim lisu. PFipadnd se mise
méd neelektricky nebo elektricky pokovit na povrch zcela
vytvrzené citlivé dielektrické vrstvy. Pokoveni médi mie
byt celodeskové nédsledované subtraktivnim vytvo¥enim obvodu,

nebo pokoveni vzorem ve tvaru vrchni obvodové vrstvy.,
Na elektricky vodivém materi&lu se wvytvofi obvod

pouZzitim  béZnych svételnych  pfekdZek nebo  postupem

subtraktivniho leptani, ¢imZ se vytvo¥i vymezenéd vzZory
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obvodu.

Tato Jedineln& schopnost propojeni upfednostfiovaného
provedeni vyndlezu poskytuje pfesné upraveni signalll do a
z IC. Kromé toho skuteCnost, Ze v3echny pasivni prvky jsou
ve velké blizkosti k IC, velmi wvylepduje celkové chovani
obvodu. Jiné vyhody zahrnuji sniZeni podtu pédjecich spojg,
vrtanych dér a Casti prvka spole&né s celkovymi naklady na

sestaveni.

PfestoZe jsou integrované pasivni prvky vySe popisény
jako souast vrstev SLC (Surface Laminar Circuitry™), na
vrstvy struktury podkladu lze také pouZit stejné postupy
integrovanych pasivnich prvka nebo jiné postupy
integrovanych pasivnich prvkl, takZe kone&nad struktura SLC
(Surface Laminar Circuitry™) m& integrované pasivni prvky
Jako C&ast obvodd podkladu, jako &&st SLC (Surface Laminar

Circuitry™) vrstev, nebo oboji.

Dale miZe pouzdro SLC (Surface Laminar Circuitry™)
obsahovat jenom jeden integrovany pasivni prvek nebo Jjenom
jeden typ integrovanych pasivnich prvka, oboji jako &ast
podkladu nebo SLC (Surface Laminar Circuitry™) vrstev, aby
se dosdhlo zaméru upfednostfiovaného provedeni vynédlezu.
Pouzdro SLC (Surface Laminar Circuitry™) popsané vyEe, které
obsahuje alesponl jeden integrovany pasivni prvek, miZe také
obsahovat alespoil jeden pasivni prvek, ktery je pfipajen na
jeho povrchu nebo v pokovené dife. Pouzdro mi’e obsahovat
pasivni prvky uspotéddané tak, aby fungovaly jako rezonator

nebo filtr integrovanych obvodi.

Misto dielektrik, kterd jsou exponovana svételnou
expozici, lze pouZit jind vhodnd dielektrika se schopnosti
byt expenovana laserovym paprskem nebc plasmovou

technologii. V upfednostnovaném provedeni vynadlezu 1lze
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pouzit libovolneé dielektrikum ¢ pot¥ebnymi elektrickymi
byt exponovano § vysokym stupném

hodnotami a schopnosti

pfesnosti.

Zastupuje:
-
Dr. Petr Kat;iiﬁg/ :
N,

SPOLEGNA ADVOKATNI KANGELAR
VSETECKA ZELENY SVQRCIK AALENSKY
A PARTNERI

10 G b 2 lkove 2

Soska republika
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1. Zpisob vyroby elektronického pouzdra s vysckou

hustotou tvofeného citlivym dielektrickym materialem, ktery
ma alespoii jeden rovinny povrch, alespoi jednu aktivni
souc4dstku namontovanou na rovinném povrchu a alespoil jednu
pasivai sou&édstku integrovanou do dielektrického materialu a
elektricky spojenou s uvedenou alespoi  jednou aktivni
soudastkou, vyznadujici se tim, Ze obsahuje kroky

naneseni vrstvy citlivého dielektrického materiadlu na
vzor obvodu,

exponovanl vzoru pro alespoil jednu pasivni soucéstku na
povrchu dielektrického materiadlu, aby se vytvofila alespof
jedna prohlubefl v povrchu dielektrického materidlu a

vyleptani prvnl soustavy rovnob&inych linek (110) do
povrchu prvni mé&déné vrstvy (112) v prohlubni, pro vytvofeni
jedné poloviny vedeni induktoru,

naneseni citlivého dielektrického materialu (120) na
prvni soustavu rovnobéinych linek,

vyyvolédni vzoru v dielektrickém materialu (120) pro
vytvofenl svétlem vytvofenych prokovi (128} blizko kaZdého
konce,

vylepténi druhé soustavy paralelnich 1linek (124) do
povrchu druhé médéné vrstvy (136) v prohlubni a

spojeni druhe soustavy paralelnich linek (110} svétlem
vytvofenyml prokovy (128} s prvni soustavou rovnobézinych

linek.

2. Zpisob podle naroku 1, vyznadujici se tim,
e se fotocitlivy dielektricky material (120) opatfi vzorem,
aby se vytvofilo vybrani na Casti médénych linek mezi dvéma
konci prvni soustavy rovnobéinych linek (110),

yybrani se naplni materialem s vysokou magnetickou

27 83249 (2783249_CZ.doc)
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permeabilitou a
druh& soustava rovnobé&inych linek ve druhé médéné
vrstvé se spoji s prvni soustavou svétlem vytvofenymi

prokovy.

3. Zpliscb podle naroku 2, vyznadujici se tim,
e se vytvofl mezera V materidlu s vysokou permeabilitou
ponechénim uvniti malého prouzku citlivého dielektrika

(120) .

4. Elektronické pouzdro s vysokou hustotou tvofené
citlivym dielektrickym materialem, ktery mé& alesponn Jjeden
rovinny povrch, alespofi jednu aktivni soucéastku namontovanou
na rovinném povrchu a alespon Jednu pasivni souCastku
integrovanou do dielektrického materidlu a elektricky
spojenou s uvedenou alesponi jednou aktivni soucCastkou,
vyznadujici se tim, Ze obsahuje

vrstvu citlivého dielektrického materialu nanesenou na
vzoru obvodu,

vzor pro alespof jednu pasivni soulastku naexponovany
na povrchu dielektrického materialu, aby se vytvofila
alespoh jedna prohluben v povrchu dielektrickeho materialu,

prvni soustavu rovnob&znych linek vyleptanou do povrchu
prvni médéné vrstvy V prohlubni, pro vytvofeni Jjedné
poloviny vedeni induktory,

citlivy dielektricky material naneseny na prvni
soustavu rovnobéZnych linek,

vzor vyvolany v dielektrickém materidlu pro vytvofeni
svétlem vytvofenych prokovi blizko kazdého konce,

druhou soustavu paralelnich linek vyleptanou do povrchu
druhé méd&né vrstvy v prohlubni a

druhou soustavu paralelnich linek spojenou svétlem

vytvofenymi prokovy s prvni soustavou rovnob&inych linek.

5. Elektronické pouzdro s vysokou hustotou podle

(2783249_CZ.doc)
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niroku 4, vyznadujici se tim, e fotocitlivy
dielektricky materiidl je opatfen vzorem, aby se vytvofilo
vybrani na <&&sti médénych linek mezi dvéma konci prvni
soustavy rovnob&inych linek,

vybrani Jje naplnéno materidlem s vysokou magnetickou
permeabilitou a

druhi soustava rovnob&inych linek ve druhé médéné

vrstvé Je spojena s prvni soustavou svétlem vytvofenymi

prokovy.

6. Elektronické pouzdro s vysokou hustotou podle
naroku 5, vyznadujici se tim, %e mezera v materidlu
s vysokou permeabilitou Je vytvofena ponechdnim uvnitf

malého prouZku citlivého dielektrika.

Zastupuje:

Dr. Petr Kalensky v.r.

e~ LECNA ADVOKATNI KANGELAR
JSETECKA ZELcwy JUDRTIK KALENSKY
A PARTNERI
120 00 Peana 2, Hakova 2
Seska epublika

(2783249_CZ doc)
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